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TRAITE DE CO 



RATION EN MATIERE DE BRI 

PCT 



RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE 
(article 18 et regies 43 et 44 du PCT) 



Reference du dossier du deposant ou 
du mandataire 
B 13197-3 PV 


POUR SUITE voir notification de transmission du rapport de recherche Internationale 
(fbrmulalre PCT/ISA/220) et, le cas echeant, le point 5 ci-apres 

A DONNER 


Demande Internationale n° 

PCT/FR 99/02979. 


Date du depot tofomatk>nG&Qour/mois/ann6e) 

01/12/1999 — 


(Date de priority (la plus anctenne) 
Qour/mois/ann6e) 

02/12/1998 


Deposant 

COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE et aK 



Le present rapport de recherche Internationale, etabll par radmlnlstration charge* de la recherche Internationale, est transmls au 
deposant conforrnernent a r article 1 a Une cople en est transmlse au Bureau International 

Ce rapport de recherche IntemationaJe comprend 3 feuMes. 

[X] II est aussi acoompagn^ tf une cople de chaque document relatrf a I'etat de la technique qui y est cft6. 



1. 



du rapport 

& En ce qui conceme la langue, la recherche Internationale a ete effectuee sur la base de la demande Intemationaie dans la 
langue dans laqueOe elle a ete deposee, sauf Indication contralre donnee sous le meme point 

| | la recherche Internationale a ete effectuee sur la base cfune traduction de la demande IntemationaJe remise a radmlnlstration. 

b. En ce qui conceme lea sequences de nucleotides ou cfactctes amines dlvulguees dans la demande IntemationaJe (le caa echeant), 
la recherche IntemationaJe a ete effectuee sur la base du Dstage dee sequences : 
| | contenu dans la demande Internationale, sous forme ecrite. 

deposee avec la demande IntemationaJe, sous forme dechfffraWe par ordlnateur. 
rem Is utterieurement a radmlnlstration, sous forme ecrite. 
remls utterleurement a radmlnlstration, sous forme dechW rable par ordlnateur. 



□ 
□ 
□ 
□ 

□ 



La declaration, selon laqueile le Dstage dee sequences presents par ecrft et fouml ufterieurement ne vas pas au-dela, de la 
divulgation falte dans la demande telle que deposee, a et£ foumte. 

La declaration, selon laqueile lea Informations enreglstrees sous forme dechtffrable par ordlnateur sont Identiques a cedes 
du Ustage des sequences presente par ecrft, a 6te foumie. 



2. 

a 



I I II a 6t» estime que certaines revindications ne pouvaient pas fairo I'objet <fune recherche (voir le cadre I). 
I I II y a absence cfunitt de rinvenbon (voir le cadre II). 



4. En ce qui conceme le titre, 

pT| le texte est approuve tel qyil a 6te rem Is par le deposant 

[ I Le texte a ete etabll par radmlnlstration et a la teneur sulvante: 



5. En ce qui conceme I'abreg6, 

[Y] l@ texte eat approuve tel quMI a ete remls par le deposant 

I — I le texte (reproduft dans le cadre III) a ete etabll par radmlnlstration conforrnernent a la regie 38.2b). Le deposant peut 

I I presenter des observations a radmlnlstration dans un delal cfun mols a compter de la date d'expedWon du present rapport 

de recherche Internationale. 

a La figure des dessins a pubDer avec Pabrege est la Rgure n° J 



|X| suggeree par le deposant Q Aucune des figures 

I I parce que le deposant rfa pas suggere de figure. n est a pubfler. 

I I parce que cette figure caractertse mleux r Invention. 



FormidaJre PCT/1SA/210 (premiere feulDe) (Jufflet 1998) 



RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE 



Demands liitenntitiotmte No 

_JBb; PC^£ 99/02979 



A. CLA88EAIEMT DE L'OBJET DE LA DEMAilEfc 

CIB 7 C30B33/00 C30B25/02 C30B29/04 C30B29/36 



Selon la classification fcTtemattonale dee brevets (CIB) oualafds sdon la dasdflcatlon rationale et la CIB 



a DOUAINE8 8UR LE8QUELS LA RECHERCHE A PORTE 



Documentation mtnfrnale oonsuftee (systeme de dassfflcation suM dee eymbotee de dassement) 

CIB 7 C30B 



RjcumentationcortsultBe autre que la documentation mHmale dans la meeure od cee documents rel event dee domalnee sur leequete a port6 la recherche 
Base de donneee dedronlque consuttee au coure de la recherche brtemaUonale (nom de la base de donrtees, etd realsable, termes de recherche utfBses) 



C DOCUMENTS CON8IDERE8 COMME PERTINENTS 



Cat6gode° 


Identification dee documents dtea, avec, le cas echeant, Hnolcatfon dee passages pertinents 


no. dee revendcatkms vtseee 


A 


PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 


1,2,5,6 




vol. 016, no. 362 (C-0971), 






5 aoQt 1992 (1992-08-05) 






& JP 04 114995 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND 






CO LTD), 15 avrll 1992 (1992-04-15) 






abreg€ 




A 


FR 2 757 183 A (COMMISSARIAT ENERGIE 


1,2,5,6 




AT0MIQUE) 19 ju1n 1998 (1998-06-19) 






dt6 dans la demande 






page 13, Hgne 22; revendl cat 1 ons 1,3; 






figure 6 






page 15, Hgne 12 - Hgne 16 






-/- 





Vdr la suite du cadre C pour la fin de la Sste dee documents 



ID 



Lee documents defamlles de brevets sent tndques en annexe 



4 Categories epedales de documents crtee: 

"A" document deftntesant retat aeneral de la technique, non 

consider^ comme parttetierernerrt pertinent 
"E" document anterteur, male puble a la date de depot bTtemational 

ou apros cette date 
°L" document pouvant Jeter un doute sur une revenoJcation de 

prlortte ou cite pour determiner la date de publication oTurte 

autre citation ou pour une ralson epedale (tefle quTrxflquee) 
"O" document se referant a une dvidgation orale, a un usage, a 

une exposition ou tous autres moyens 
"P" document puble avant la date de depot brtemationaj, mais 

poet6rIeurernent a la date de prlortte revendquee 



T* document ulterleur puble apree la date de depot international ou la 
date de prlortte et rfappaitenenant pas a I'etat de la 
technique pertferient, mate cfte pour comprendre le prlndpe 
ou la theorle oonstttuant la base de Hnventlon 

"X" document p«itkx*erement pertinent; rhwen tlon revendkjue© ne peut 
etre conslderee comme nouvelle ou comme bnplquant une actMte 
Inventive par rapport au document consldere Isdement 

"Y" document partkxderemerrt pertinent; Hnven Don revendlauee 
ne peut etre conslderee comme (rnpflquant une actMte foventive 
lorsque le document est assocte a un ou plusleurs autres 
documents de meme nature, cette combkiateon etant evtdente 
pour une persorme du metier 
document qui fart partte de la meme famile de brevets 



Date a laquelle la recherche fritemaflonale a ete eflecBveroent achevee 

14 fevrler 2000 


Date tfexpeoWon du present rapport de recherche frrtemationale 

22/02/2000 


Nom et adresse postale de raoMntstration charges de la recherche Internationale 
Office Europeen dee Brevets, P.& 6818 Patentiaan 2 
NL-2280HVRIj8*qk 
Td. (431-70) 340-2040, Tx. 31 661 epo nl. 
Fax (431-70) 340-3016 


Fonctionnalre autortee 

Cook, S 



FomvJato PCT/18V210 (deuxfcme fetOe) QJlet 1902) 



page 1 de 2 



RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE 



C(MJito) DOCUMENTS CONSIDERES COMI 



It 



NEWTS 



DciRttMto bitemattioiiflto No 

_P^£ 99/02979 



C9B££one M W WnioaDOn qes oocu nwnw cwro, avro,ie oa# ecncani, riKM UJ Uunqra 



no. dee revendcatlons 



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 

vol. 016, no. 329 (C-0963), 

17 Jul llet 1992 (1992-07-17) 

& JP 04 092893 A (FUAIN SERAMITSUKUSU 

SENTAA), 25 mars 1992 (1992-03-25) 

abregi 

KACKELL P LET AL: "Polytyplsm and surface 
structure of SIC" 
DIAMOND AND RELATED MATERIALS, 
vol. 6, no. 10, 1 aoQt 1997 (1997-08-01), 
page 1346-1348 XP004096938 
ISSN: 0925-9635 

KAUARADA H ET AL: "HETEROEPITAXIAL GROWTH 
OF SMOOTH AND CONTINUOUS DIAMOND THIN 
FILMS ON SILICON SUBSTRATES VIA HIGH 
QUALITY SILICON CARBIDE BUFFER LAYERS" 
APPLIED PHYSICS LETTERS, 
vol. 66, no. 5, 

30 Janvier 1995 (1995-01-30), pages 
583-585, XP000489804 
ISSN: 0003-6951 



1,2,5,6 



FormiieuYe PCT/18A/210 (stite de b deuxlfcme fetile) QiAet 1 992) 



nanp 7 do ? 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 

Infonn^M^pn patent family members 


International Application No 

PC^^ 99/02979 


Patent document 
cited In search report 


" Publication 
dat 


Patent family 
member(8) 


Publication 
date 



JP 04114995 A 15-04-1992 NONE 



FR 2757183 


A 


19-06-1998 


EP 


0944916 A 


29-09-1999 








WO 


9827578 A 


25-06-1998 


OP 04092893 


A 


25-03-1992 


JP 


2895179 B 


24-05-1999 



Form PCT/I8AA10 (patent tamfy annex) (Jtiy 1982) 



La demande d'examen preliminaire international doit etre presentee directement a I 'administration chargee de I'examen preliminaire 
international qui est competente ou, si plusieurs administrations sont competentes. a I 'une d 'entre elles, au choix du deposant. Le deposant 
peut indiquer le nom complet ou le code a deux lettres de cette administration au dessus de la ligne qui suit : 



IPEA/ 



PCT 



CHAPITRE II 









J 



DEMANDE D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL 

selon T article 3 1 du Traite de cooperation en rnatiere de brevets : 
Le soussigne requiert que la demande intemationale specifiee ci-apres fasse Tobjet 
d'un examen preliminaire international conformement au Traite de cooperation en rnatiere de brevets et 
fait election de tous les Etats eligibles sauf indication contraire. 



Reserve a 1' administration chargee de I'examen preliminaire international 



Administration chargee de I'examen preliminaire international Date dc reception de la demande d'examen preliminaire international 



Cadre n° I IDENTIFICATION Dfe LA DEMANDE INTERNATIONALE 


Reference du dossier du deposant ou du mandataire 

B 13197.3 PV 


Demande intemationale n° Date du depot international (jour/mo ix'annee) 

PCT/FR99/02979 01 decembre 1999*(01. 12.99) 


Date de priorite (la plus ancienne) 
(jour/mois/annee) 

02 decembre 1998 (02.12.98) 


Titre de T invention 

COUCHE MONOATOMIQUE ET MONOCRISTALLINE DE GRANDE TAILLE, EN 
CARBONE DE TYPE DIAMANT, ET PROCEDE DE FABRICATION DE CETTE COUCHE 


Cadre n° II DEPOSANT(S) 


Nom et adresse : (Nom de famille suivi du prenom; pour une personne morale, designation offiaelle 
complete. L 'adresse doit comprendre le code postal et le nom du pays.) 

COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 
31-33 rue de la Federation - r 
75752 PARIS. 1 Seme 
FRANCE 


n" de telephone 

01 69 08 82 93 


n° de telecopieur 

01 69 08 82 92 


n* de teleimpnmeur 


Nationalite (nom de TEtat) : pj^ 


Domicile (nom de TEtat) : pj^ 


Nom et adresse : (Nom de famille sum du prenom; pour une personne morale, designation offiaelle complete. L 'adresse doit comprendre le code postal et le nom du pays.) 

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
3, rue Michel Ange 
75794 PARIS CEDEX 16 
FRANCE 


Nationalite (nom de TEtat) : fR | Domicile (nom de 1 htat) : fR 


Nom et adresse : (Nom de famille sum du prenom; pour une personne morale, designation officielle complete. L adresse doit comprendre le code postal et le nom du pays.) 

DERYCKE Vincent 

Residence Hermitage 

16, avenue Charles de Gaulle 

78230 LE PECQ 

FRANCE 


Nationalite (nom de TEtat) :p R 


Domicile (nom de TEtat) : pp^ 


| | D'autres deposants sont indiques sur une feutlle annexe. 



Formulaire PCT/IPEA/401 (premiere feuille) (juillet 1998; rei: 



demande d 'examen preliminaire international 



• 
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Demande internationale n° 




Feuille n° 


PCT/FR99/02979 


Suite du cadre n° 11 DEPOSANT(S) 



Si aucun des sous-cadres suivants n 'est utilise, cette feuille ne doit pas etre incluse 
dans la demande d'examen preliminaire international 



■ Nom et adresse : (Nom defamille suivi du prenom; pour une personne morale, designation ojjicielle complete. L 'adresse doit comprendre le code postal et le nom du pays.) 

DUJARDIN Gerald 
15, allee Paul Eluard 

__.92290 CHATENAY MALABRY. . _ _ . 

FRANCE 



Nationaiite (nom de PEtat) : p^ 



Domicile (nom de PEtat) : pj^ 



Nom et adresse : (Nom defamille suivi du prenom; pour une personne morale, designation officielle complete. L 'adresse doit comprendre le code postal et le nom du pays. 

MAYNE Andrew 

Bat. C, Residence Jessica 

21, rue des Iris 

92160 ANTONY 

FRANCE 



Nationaiite (nom de PEtat) : pj^ 



Domicile (nom de PEtat) : pj^ 



Nom et adresse : (Nom defamille suivi du prenom; pour une personne morale, designation officielle complete. L'adresse doit comprendre le code postal et le nom du pays.) 

SOUKIASSIAN Patrick 

18, rue Alexandre Dumas 

78470 SAINT REMY LES CHEVREUSE 

FRANCE 



Nationaiite (nom de PEtat) : pR 



Domicile (nom de PEtat) : pR 



Nom et adresse : (Nom de famille suivi du prenom, pour une personne morale, designation officielle complete. L adresse doit comprendre le code postal et le nom du pays.) 



Nationaiite (nom de PEtat) : 



Domicile (nom de PEtat) : 



| | D'autres deposants sont indiques sur une autre feuille annexe. 



FormulairePCT/IPEA/401 (feuille annexe) (juillet 1998; reimpression janvier 2000) 



Voir les notes relatives au formttlaire de 
demande d'examen preliminaire international 
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Fcuillc n° . . 



Demande Internationale n° 

PCT/FR99/02979 



Cadre n° III MANDATAIRE OU REPRESENTANT COMMUN; OU ADRESSE POUR LA CORRESPONDANCE 



La personne indiquee ci-dessous est j^/j mandataire [ j representant commun ** 

ct j^/j a ete designee a une date anterieure; elle rcpresente aussi le ou les deposants pour Pexamen preliminaire international. 

| | est designee par la presente; toute designation anterieure de mandataires ou d'un representant commun est de ce fait revoquee. 

□ est designee par la presente, specialement pour la procedure devant Padministration chargee de Pexamen preliminaire 
international, en sus du ou des mandataires ou du representant commun designes antcrieurement. 



-Nom et ad res se :- (Atom t/e /amiV/e-ji^^ 

complete. L 'adresse doit comprendre le code postal el le nom du pays) 



LEHU Jean 

c/o BREVATOME 

3, rue du Docteur Lancereatix 

75008 PARIS 

FRANCE 



n* de telephone 

01 53 83 94 00 



n' de telecopieur 

01 45 63 83 33 



n° de teleimprimeur 



□ Adressse pour la correspondance : cocher cette case lorsque aucun mandataire ni representant commun n'est ou n'a ete 
designe et que Pespace ci-dessus est utilise pour indiquer une adresse speciaie a laquelle la correspondance doit etre envoyee 



Cadre n° TV BASE DE L*EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL 



□ 
□ 



Declaration concernant les modifications :* 

1. Le deposant souhaite que Pexamen preliminaire international commence sur la base suivante : 
| | la demande international telle qu'elle a ete deposee initialement 
la description | | telle qu'elle a ete deposee initialement 

' ' [ | . t ..telle qu'elle a ete modifiee en vertu de Particle 34 

les revendications | | teiles qu'elles ont ete deposees initialement 

teiles qu'elles ont ete modifiees en vertu de Particle 19 (avec, ie cas echeant. la declaration jointe aux 
modifications) 

teiles qu'elles ont ete modifiees en vertu de 1' article 34 

les dessins [ | tels qu'ils ont ete deposes initialement 

| | teis qu'ils ont ete modifies en vertu de Particle 34 

| | Le deposant souhaite que les modifications apportees aux revendications en vertu de Particle 19 soient considerees comme 
ecartees. 

| [ Le deposant souhaite que le commencement de Pexamen preliminaire international soit differe jusqu'a Pexpiration d'un delai 
de 20 mois a compter de la date de priorite, a moins que Padministration chargee de Pexamen preliminaire international ne 
recoive une copie des modifications effectuees en vertu de Particle 19 ou une declaration du deposant, aux termes de laquelle 
celui-ci ne souhaite pas effectuer de modifications en vertu de Particle 19 (regie 69.1.d)). (Ne pas cocher cette case 
lorsque le delai vise a I 'article 19 a expire.) 

Lorsque aucune case n'est cochee, Pexamen preliminaire international commencera sur la base de la demande internationale telle 
qu'elle a ete deposee initialement ou, si Padministration chargee de Pexamen preliminaire international recoit copie des 
modifications apportees aux revendications en vertu de Particle 19 ou des modifications apportees a la demande internationale en 
vertu de Particle 34 avant d'avoir commence a rediger une opinion ecrite ou le rapport d'examen preliminaire international, sur la 
base de la demande internationale ainsi modifiee. 



Langue : Pexamen preliminaire international sera ef fee rue en FranQ.a.i.5. t qui est 

|^| la langue dans laquelle la demande internationale a ete deposee. 

| | la langue d'une traduction remise aux fins de la recherche internationale. 

j | la langue de publication de la demande internationale. 

| | la langue de la traduction (qui va etre) remise aux fins de Pexamen preliminaire international. 



Cadre n° V ELECTION D'ETATS 



Le deposant elit tous les Etats eligibles (c 'est-a-dire tous les Etats qui ont ete designes et qui sont lies par le chapitre II du PCT) 
a Pexclusion des Etats ci-apres que le deposant souhaite ne pas elire : 



Formulaire PCT/IPEA/401 (deuxieme feuille) (juillet 1998; reimpression Janvier 2000) Voir les notes relatives au formulaire de 

demande d 'exam en preliminaire international 
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Feuiile n° . . 



Dcmande Internationale n° 

PCT/FR99/02979 



Aux fins de Fexamen preliminaire international, Ies elements suivants, etablis dans la 
languc indiquee au cadre n° IV, sont joints a la prcsente demande d'examen : 

1 . traduction de la demande intemationale feuilles 


Reserve a I'administration chargee 
de Fexamen preliminaire international 

recu non recu 

□ .□ 


_ —2 modifications seIon_l!article-34 : 


feuilles 


Q 




3. copie (ou, si ellc est exigee, traduction) des 
modifications selon F article 19 


feuilles 


□ 


□ 


4. copie (ou, si elle est exigee, traduction) de 
la declaration selon Farticle 19 


feuilles 


□ 


□ 


5. lettre " : 


feuilles 


□ 


□ 


6. autres pieces (preciser) t 


feuilles 


□ 


□ 



Cadre n° VI BORDEREAU 



Le ou les elements coches ci-apres sont aussi joints a la demande d'examen preliminaire international : 

1 . [i/j feuiile de calcul des taxes 4- | [ explication de Fabsence d'une signature 

2. | | pouvoir distinct signe 



I I copie du pouvoir general; 

numero de reference, le cas echeant : 



5. I I listage des sequences de nucleotides ou d'acidcs 
amines sous forme dechiffrable par ordinateur 

6. | [ autres elements (preciser) : 



Cadre n° VII SIGNATURE DU DEPOSANT, DU MAN DAT AIRE OU DU REPRESENTANT COMMUN 



A cote de chaque signature t indiquer le nom du signataire et, si cela n 'apparah pas clairement a la lecture de la demande d 'examen 
preliminaire international, d quel titre I 'inter esse signe. 



i quel 



r interesse signe. 




J. LEHU 



1 . Date effective de reception de la DEMANDE 

D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL : 


2. 


Date modifiee de reception de la demande d'examen 
preliminaire international, en cas de CORRECTIONS 
apportecs en vertu de la regie 60.1.D) : 


3. 


| 1 La demande d'examen preliminaire international a ete recuePLUS DE 19 1 | Le deposant a ete informe 

1 | mois apres la date de priorite et les points 4 et 5 ne sont pas applicables. 1 1 en consequence. 


4. 


| 1 La demande d'examen preliminaire international a ete recue dans le delai de 19 mois a compter de la date de priorite, proroge 

1 I en vertu de la regie 80.5. 


5. 


| 1 Bien que la demande d'examen preliminaire international ait ete recue plus de 19 mois apres la date de priorite, le retard 

1 1 a Farrivee est EXCUSE en vertu de la regie 82. 



— — ^ — — Reserve au Bureau international 

Demande d'examen preliminaire international recue de I'administration 
chargee de Fexamen preliminaire international le : 



FormulairePCT/IPEA/401 (derniere feuiile) (juillet 1998; reimpression janvier 2000) Voir les notes relatives au formulaire de 

demande d examen preliminaire international 



TRAITE 



dtp 1 



OOPERATION EN MATIE 



IBREVET5 

REC'D 3 o AUG 2000 



WIPO 



PCT 

RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL 

(article 36 et regie 70 du PCT) 



PCT 



Reference du dossier du deposant ou du 
mandataire 

B 13197.3 PV 


voir la notification de transmission du rapport d'examen 
POUR SUITE A DONNER preliminaire international (formulaire PCT/IPEA/416) 


Demande internationals n' 1 
PCT/FR99/02979 


Date du d£pot international (jour/mois/ann£e) 
01/12/1999 


Date de priorite Qour/mois/ann6e) 
02/12/1998 


Classification internationale des brevets (CIB) ou a la fois classification Rationale et C1B 
C30B33/00 


Deposant 

COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOM 1 QUE et al. 



1 , Le present rapport d'examen preliminaire international, etabli par I'administaration chargee de I'examen preliminaire 
international, est transmis au deposant conformement a ('article 36. 

2. Ce RAPPORT comprend 5 feuilles, y compris la presente feuille de couverture. 

□ II est accompagne d'ANNEXES, c'est-a-dire de feuilles de la description, des revendications ou des dessins qui ont 
ete modifiees et qui servent de base au present rapport ou de feuilles contenant des rectifications faites aupres de 
('administration chargee de I'examen preliminaire international (voir la regie 70.16 et ('instruction 607 des Instructions 
administratives du PCT). 

Ces annexes comprennent feuilles. 



3. Le present rapport contient des indications relatives aux points suivants 
I 



III 

IV 
V 

VI 
VII 
VIII 



Base du rapport 

□ Priorite 

□ Absence de formulation d'opinion quant a la nouveaute, I'activite inventive et la possibilite 
d'application industrielle 

□ Absence d'unite de I'invention 

8 Declaration motivee selon ('article 35(2) quant a la nouveaute, I'activite inventive et la possibilite 
d'application industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration 

□ Certains documents cites 

□ Irregularis dans la demande internationale 

□ Observations relatives a la demande internationale 



Date de presentation de la demande d'examen preliminaire 
internationale 

24/06/2000 


Date d'achevement du present rapport 
28.08.2000 


Nom et adresse postale de ['administration chargee de 
I'examen preliminaire international: 

Office europeen des brevets 
Wj)) D-80298 Munich 
Cy 7 Tel +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax: +49 89 2399 - 4465 


Fonctionnaire autoris^ 

Mauger, J (l B 

N" de telephone +49 89 2399 8447 X^«j^ 



Formulaire PCT/IPEA/409 (feuille de couverture) (janvier 1994) 



RAPPORT D'EXAMEN 
PRELIMINAIRE INTERNATIONAL 



Demande intemationale n° PCT/FR99/02979 



I. Bas du rapport 



Ce rapport a ete redige sur la base des elements ci-apres (les feuilles de remplacement qui ont et4 remises a- 
/office recepteur en reponse a une invitation faite conformement a i'article 14 sont considerees dans le present 
rapport, comme "tmtialement deposees" etne sont pas jointes en annexe au rapport puisqu'elles ne continent 

pas ae moaiticsuons.) : 



Descriptionrpages: - ~ 

1-13 version initiate 

Revendications, N°: 

1-11 version initiale 



Dessins, feuilles: 

1/1 version initiale 

2. Les modifications ont entraine Tannulation 

□ de la description, pages : 

□ des revendications, n os : 

□ des dessins, feuilles : 



3. □ Le present rapport a ete formule abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont ete considerees 
comme allant au-dela de I'expose de I'invention tel qu'il a ete depose, comme il est indique ci-apres 
(regie 70.2(c)) : K 



4. Observations complementaires, le cas echeant 
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V. Declaration motiv ' s Ion I'articl 35(2) quant a la nouveaute, lactivite inv ntiv et la possibility 
d'application industrielle; citations et explications a lappui de cette declaration 

1. Declaration 

Nouveaute Oui : Revendications 1-11 

__ Non : Revendications 

Activite inventive Oui : Revendications 1-11 

Non : Revendications 

Possibility d'application industrielle Oui : Revendications 1 -1 1 

Non : Revendications 



2. Citations et explications 
voirfeuille separee 
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Concernant le point V 

Declaration motivee selon I'article 35(2) quant a la nouveaute, I'activite inventive 
et la possibility d'application industrielle; citations et explications a I'appui de 
cette declaration 

1 ) II est fait reference au document suivant: 

D1: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 016, no. 362 (C-0971), 5 aout 1992 
(1992-08-05) & JP 04 1 14995 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD), 
15 avril 1992 (1992-04-15) 

2) La demande definit une couche monoatomique et monocristalline de carbone de 
type diamant formee sur la surface d'un substrat monocristallin en SiC 
(revendication 1) et un procede de fabrication de la couche (revendication 5). 

3) Le document D1 , qui est considere comme I'etat de la technique le plus proche, 
decrit une couche monocristalline de carbone de type diamant formee sur la 
surface d'un substrat monocristallin en SiC (voir abrege). Le procede du 
document D1 comprend I'irradiation d'un substrat monocristallin en Si avec des 
ions de carbone. On prepare ensuite une surface monocristalline en SiC par recuit 
thermique. Le depot de carbone de type diamant est formee sur la surface du 
SiC. 

La couche de carbone de type diamant formee dans le procede du document D1 
n'est pas monoatomique et le procede du document D1 ne comprend pas un 
recuit a une temperature apte a transformer une surface de SiC terminee par une 
couche de C en une couche monoatomique de carbone de type diamant. Une 
temperature d l environ 1250°C est evidemment necessaire pour effectuer la 
transformation. La temperature maximale mentionnee dans le document est 
1150°C. L'objet des revendications 1-11 est done nouveau (article 33(2) PCT). 

4) Le probleme que se propose de resoudre la presente invention peut etre 
considere comme etant la proposition d'une structure qui est une excellente base 
pour la croissance d'une couche de diamant de tres haute qualite. 

Une structure avec une couche monoatomique de carbone de type diamant a une 
disaccord de maille plus faible par apport a une couche de diamant qu'une 
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surface de SiC non-transformee. La qualite d'une couche de diamant depose sur 
la structure revendicee est done augmentee. 

II ne'est nulle part suggere dans I'etat de la technique qu'il est possible de 
transformer une surface de SiC terminee par une couche de carbone en une 
couche monoatomique de carbone de type diamant. La proposition d'une telle 
structure implique done une activite inventive et I'objet des revendications 1-1 1 est 
inventif (article 33(3) PCT). 
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INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 


International application No. 

PCT/FR99/02979 




I. Basis of the report 




1 . This report has been drawn on the basis of {Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation 
under Article 1 4 are referred to in this report as "originally fried" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.): 




| | the international application as originally filed. 






[V] the description, pages 1-13 . as orieinallv filed 






DaeeS . filed with the HemanH 






pages . filed with the letter nf 






pages . filed with the letter of 




V the claims, Nos. Ml .as orieinallv filed. 

Nos. , as amended under Article 1 9, 




NOS. . filed with the demand 






Nos. . filed with the letter of 






Nos. . filed with the letter of 




V the drawings, sheets/fig 1/1 . as oripinallv filed, 

Sheets/fig . filed with the demand 






Sheets/fig . filed with the letter nf 






sheets/fig . filed with the letter of 




2. The amendments have resulted in the cancellation of: 
1 1 the description, pages 






1 1 the claims, Nos. 






1 1 the drawings, sheets/fig 






3 Q This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered 
to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)). 




4. Additional observations, if necessary: 
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V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 



citations and explanations supporting such statement 

1 . Statement 

Novelty (N) Claims 1-11 YES 

Claims NO 

Inventive step (IS) Claims 1-11 YES 

Claims NO 

Industrial applicability (IA) Claims 1-11 YES 

Claims NO 

2. Citations and explanations 



1) Reference is made to the following document: 

Dl: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 016, no. 3 62 (C- 
0971), 5 August 1992 (1992-08-05) & JP 04 114995 
A (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) 15 April 
1992 (1992-04-15) 

2) The application defines a monoatomic and 
monocristalline film made of diamond- like carbon 
formed on the surface of a monocristalline SiC 
substrate (Claim 1) and a method for producing said 
film (Claim 5) . 

3 ) Document Dl , which is considered to be the closest 
prior art, describes a monocristalline film made of 
diamond- 1 ike carbon formed on the surface of a 
monocristalline SiC substrate (see abstract) . The 
method of document Dl comprises the irradiation of a 
monocristalline Si substrate with carbon ions. 
Next, a monocristalline SiC surface is prepared by 
thermal annealing. The diamond-like carbon deposit 
is formed on the SiC surface. 

The diamond- like carbon film formed in the method of 
document Dl is not monoatomic and the method of 
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document Dl does not comprise annealing at a 
temperature capable of transforming an SiC surface 
coated with a C film into a monoatomic film of 
diamond- like carbon. A temperature of approximately 
1250°C is obviously necessary to carry out said 
transformation. The maximum temperature mentioned 
in the document is 1150°C. The subject matter of 
Claims 1-11 is therefore novel (PCT Article 33(2)). 

The problem to be solved by the present invention 
can be considered as being that of providing a 
structure that is an excellent base for the growth 
of a very high-quality diamond film. A structure 
with a monoatomic film of diamond-like carbon has a 
lower lattice unconformity relative to a diamond 
film than a non- transformed SiC surface. The 
quality of a diamond film deposited on the structure 
claimed is thus enhanced . 

It is not suggested anywhere in the prior art that 
it is possible to transform an SiC surface coated 
with a carbon film into a monoatomic diamond-like 
carbon film. Proposing such a structure therefore 
involves an inventive step and the subject matter of 
Claims 1-11 is inventive (PCT Article 33(3)). 
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g54)TI, te gURO^m MONOATOMjC AND MONOCRYSTALLINE LAYER, MADE OF DIAMOND-TYPE CARBON AND 



™~ SSSSSSS DE GRANDE ™ U * EN CARBONE DE ™» 

(57) Abstract 

The invention concerns a method which consists in form- 
ing a monocrystalline SiC substrate (2) ending in a carbon 
atomic plane according to a c(2x2) reconstruction and in at least 
annealing the substrate, for transforming said atomic plane, 
which is a plane of OC dimers (4) with sp configuration, into 
a plane of C-C dimers (8) with sp 3 configuration. The inven- 
tion is applicable in microelectronics, optics, optoelectronics, 
micromechanics and to biological materials. 

(57) Abrege 

Selon I' invention, on forme un substrat monocristallin 
(2) en SiC termin6 par un plan atomique de carbone selon 
une reconstruction c(2x2) et on effectue au moins un re- 
cuit du substrat, apte a transformer ce plan atomique, qui 
est un plan de dimeres C=C (4) de configuration sp, en un 
plan de dimeres C-C (8) de configuration sp 3 . Application 
a la micro61ectronique, 1'optique, Toptodlectronique, la mi- 
crom6canique et aux biomatdriaux. 
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COUCHE MONOATOMIQUE ET MONO CRI STALL INE DE GRANDE 
TAILLE, EN CARBONE DE TYPE DIAMANT r ET PROCEDE DE 
FABRICATION DE CETTE COUCHE 

DESCRIPTION 

5 DOMAINE TECHNIQUE 

La presente indention concerne une couche 
mono a t orai que et monocristalline en carbone de type 
diamant, ainsi qu'un procede de fabrication de cette 
couche . 

10 ETAT DE LA TECHNIQUE ANTERIEURE 

Le diamant existe a I'etat naturel mais est 
tres rare et couteux, De plus, les diamant s naturel s 
disponibles ont des dimensions relativement faibles, ce 
qui limite leur emploi dans 1' Industrie, leur principal 
15 debouche restant la joaillerie. 

Ceci a conduit a rechercher des procedes de 
fabrication artificielle du diamant. 

En effet, le diamant est, de tres loin, le 
meilleur semiconducteur possible pour 1'industrie 
2 0 electronique . II surclasse le silicium et les composes 
semiconducteurs III-V d'au moins quatre ordres de 
grandeur en termes de facteur de qualite (en 
particulier en ce qui concerne 1 ' electronique rapide, 
les grandes puissances et les hautes temperatures) . 
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C'est aussi un materiau biocompatible et 
d'une grande durete. 

Toutefois, pour pouvoir 1'utiliser, il faut 
imperativement disposer de monocristaux de diamant 

5 ay ant des tai lles su ffi santes, surtout d ans le domaine 

de la micro-^lectronique . 

Les procedes de synthese mis au point 
jusqu'a present font intervenir des conditions de 
croissance extremes- : ... hautes pressions, hautes 
10 temperatures, plasmas, depots chimigues en phase vapeur 
et techniques de detonation de TNT. 

II en resulte la fabrication de cristaux 
qui ont de faibles dimensions (les plus petits ne 
mesurent pas plus de 4 nm) et dont 1' assemblage n'a pas 
15 permis l'obtention de* cristaux de plus grandes 
dimensions . 

EXPOSE DE L' INVENTION 

La present e invention a pour but de 
remedier aux inconvenient s precedents et propose, pour 

2 0 ce faire, une structure ayant des proprietes 
electroniques , chimiques et structurales proches de 
eel les du diamant, ce qui permet d'obtenir une base sur 
laquelle la croissance de couches de diamant peut avoir 
lieu dai^s les memes conditions : me me element chimique 

25 (le carbone) , memes proprietes electroniques 
(configuration sp 3 ) et desaccord de maille le plus 
f aible possible entre le substrat et le . cristal de 
diamant . 
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De fagon precise, la presente invention a 
pour objet une couche monoatomique et monocristalline 
de carbone de type diamant, cette couche etant 
caracterisee en ce qu'elle est formee sur la surface 
d'un substrat monocri stall in en SiC et s ' etend 
sensiblement sur la totalite de ce substrat . 

Selon un premier mode de realisation 
particulier * de la couche monoatomique et 
monocristalline objet de 1' invention, le substrat 
monocristallin en SiC est * une couche mince de SiC 
monocristallin en phase cubique P~SiC (100) formee sur 
une plaquette (« wafer ») de Si, la couche monoatomique 
et monocristalline recouvrant ainsi sensiblement la 
totalite de cette plaquette. 

-Selon un deuxieme mode de realisation 
particulier, le substrat monocristallin en SiC est une 
plaquette de SiC monocristallin en phase hexagonale, la 
couche monoatomique et monocristalline recouvrant ainsi 
sensiblement la totalite de cette plaquette. 

A partir de la couche monoatomique et 
monocristalline objet de 1' invention, on peut obtenir 
vine couche monocristalline de diamant qui surmonte la 
couche monoatomique et monocristalline et qui est 
formee par croissance a partir de cette couche 
monoatomique et monocristalline, cette derniere servant 
de matrice. 

La prSsente invention a egalement pour 
objet un .procede de fabrication d'une couche 
monoatomique et monocristalline de carbone de type 
diamant, ce procede etant caracterise en ce qu'on forme 
un substrat monocristallin en SiC termine par ion plan 
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atomique de carbone selon une reconstruction c(2x2), ce 
plan etant un plan de dimeres carbone -carbone de 
configuration sp, et en ce qu'on effectue au moins un 
recuit de ce substrat, ce recuit . etant apte a 
transformer^ le _ plan__de dimeres carbone - car bone de 
configuration sp en un plan de dimeres carbone -carbone 
de configuration sp 3 formant ainsi une couche 
monoatomique et monocristalline de carbone de type 
diamant . 

Selon un premier mode de mise en oeuvre 
particulier du procede objet de 1' invention, le 
substrat monocristallin en SiC est prepare a partir 
d'une couche mince de SiC monocristallin en phase 
cubique P-SiC ayant une face (100) terminee par une 

couche de Si. 

Selon un deuxieme mode de mise en oeuvre 
particulier, le substrat monocristallin en SiC est 
prepare a partir d'une couche mince d'une plaquette de 
SiC monocristallin en phase hexagonale ayant une face 
(10 00) terminee par une couche de Si. 

Pour obtenir le plan atomique de carbone 
selon la reconstruction c(2x2), on peut effectuer un 
recuit apte a eliminer la couche de Si ou effectuer un 
depot de molecules hydrocarbonees sur la couche de Si 
puis un craquage (« cracking ») de ces molecules. 

Les molecules hydrocarbonees peuvent etre 
choisies dans le groupe comprenant les molecules de C 2 H 4 
et les molecules de C 2 H 2 . 

Selon un mode de mise en oeuvre particulier 
de 1' invention, pour transformer le plan de dimeres 
carbone -carbone de configuration sp en un plan de 
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dimeres carbone- car bone de configuration sp 3 , on 
ef f ectue un recuit ou une pluralite de recuits 
successifs, a une temperature environ egale a 1250°C / 
du substrat monocristallin en SiC termine par le plan 
5 atomique de" "carbone ~sel"orr~la reconstruc^trion" c"(2x2 ) ~T~ la" 
duree totale de recuit etant superieure ou environ 
egale a 25 minutes. 

La presente invention permet de disposer 
d'un substrat ayant des caracteristiques tres voisines 

10 de celles du diamant : tneme element chimique (le 
carbone) , me me type de liaison (sp 3 ) , me me proprieties 
electroniques et tneme structure a ceci pres que le 
parametre de maille du substrat est plus grand que 
celui du diamant. 

15 ''i t Ce substrat presente neanmoins le plus 

faible ; desaccord de ' maille possible avec le diamant 
quand on le compare a d'autres substrats tels que le 
silicium ou certains isolants. 

Le controle, a 1'echelle atomique, de la 

2 0 phase de nucleation sur une surface de SiC terminee 

carbone conformement a 1' invention permet d' avoir un 
motif structural desire identique a celui du diamant. 

On dispose donc # a 1'echelle atomique, 
d'une matrice permettant de faire croitre une couche 
25 plus epaisse, monocristalline, de diamant. 

Cette matrice est susceptible d' avoir une 
grande surface, comparable a celle des plaquettes de 
silicium ou de carbure de silicium . 

II convient de noter que 1' invention a ete 

3 0 rendue possible par la parfaite maitrise, a 1'echelle 

atomique, des differentes compositions et 
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reconstructions des surfaces du p-SiC (100) ,en 
particulier les surfaces de p-SiC (100) 3x2, P-SiC 
(100) c(4x2) et P-SiC (100) c(2x2). 

A ce sujet, on consultera les documents [1] 

-a- [l 0]~ - qui-,- -Gomme ~ies- -au-t-res- documents — cites. ___par_ la 

suite, sont mentionnes a la fin de la presente 
description. 

Des travaux de microscopie a effet tunnel 
ont confirme l'idee que les surfaces obtenues etaient, 
contrairement a toute attend et compte tenu de 1'etat 
de la technique, (a) de tres grande qualite (comparable 
a celle qui est obtenue sur les surfaces de silicium) , 
avec une faible densite de defauts, (b) plates et (c) 
sans ondulations (« corrugations x>) . 

BREVE DESCRIPTION DU DESSIN 

La presente invention sera mieux comprise a 
la lecture de la description d'exemples de realisation 
domes ci-apres, a titre purement indicatif et 
nullement limitatif, en faisant reference a la figure 
unique annexee qui est line vue de dessus schematique 
d'une couche monoatomique et monocristalline de carbone 
de type diamant conforme a 1' invention, en cours de 
formation, 

EXPOSE DETAILLE DE MODES DE REALISATION PAHTICULIERS 

La fabrication d'une couche monoatomique et 
monocristalline de carbone de type diamant conforme a 
1' invention est par exemple effectuee dans une enceinte 
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etanche (non representee) , maintenue a une pression 
inferieure a 5xl0" 9 Pa ou sous atmosphere neutre. 

On utilise par exemple un substrat de 
carbure de silicium const itue par un film 
-5 monoeristallinr tres- mincey d' une— epaisseur de 1 'ordre 
1 fim, de carbure de silicium en phase cubigue P-SiC 
(100) . 

Ce* substrat peut etre obtenu par depot 
chimique en phase vapeur d'une premier compose gazeux 
10 contenant du carbone et d'Un deuxieme compose gazeux 
contenant du silicium sur une surface vicinale de Si 
(100) desorientee de 4°. 

A titre d'exemple, le premier compose 
gazeux est C 3 H 8 et le deuxieme compose gazeux est SiH 4 . 
15 On peut aussi utiliser, en tant que 

substrat; un monocristal de SiC massif. 

A ce sujet, on consultera les documents 
[5] , [6] et [7] . 

A partir de ce substrat dont la surface est 
20 terminee Si (c'est-a-dire terminee par une couche 
atomique de silicium) on prepare ensuite une surface de 
carbure de silicium cubique (P-SiC (100)) terminee par 
un plan atomique de carbone selon une reconstruction 
c (2x2) . 

25 A ce sujet on consultera les documents 

[11] , [12] , [13] et [14] . 

Pour preparer cette surface, on elimine 
selectivement le plan de silicium par recuit thermique 
a une temperature d' environ 1200 °C pendant environ 

30 10 minutes. 
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Au lieu de cela on peut effectuer, sur la 
couche de silicium, un depot de molecules 
hydrocarbonees , par exemple un depot de molecules de 
C 2 H 4 ou de C 2 H 2 , puis un craquage de ces molecules a 

950 ° c • 

A ce sujet on consultera les documents [1] 

a [4] et [11] a [14] . 

On obtient ainsi la surface terminee C, 
c'est-a-dire terminee par un plan atomique de carbone, 
et reconstruite c(2x2). * 

Ce plan atomique de carbone est un plan de 
dimeres carbone - carbone de configuration sp : dans 
chaque dimere les deux atomes de carbone sont lies par 

une triple liaison CsC. 

.Ensuite, pour obtenir la couche 

monoatotnique de carbone de type diamant, on transforme 
le plan de dimeres de configuration sp en un plan de 
dimeres carbone - carbone de configuration sp 3 . 

Pour ce faire, on effectue un recuit ou une 
pluralite de recuits successifs de la surface, la 
temperature de recuit et la duree totale de recuit 
etant ciioisies pour recouvrir la surface de ces dimeres 
de configuration sp 3 . 

A titre d' exemple, on effectue un seul 
recuit a environ 1250 °C pendant au mo ins 25 minutes ou 
plusieurs recuits successifs a environ 1250 °C pendant 
des temps respectifs dont le total vaut au moins 25 
minutes (par exemple deux recuits a 1250 °C, le premier 
pendant 15 minutes et le deuxieme pendant 23 minutes) . 
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Au lieu de cela on pourrait chauffer le 
substrat pendant moins de 25 minutes mais a une 
temperature superieure a 12 50 °C . 

La figure unique annexee ^st une vue_ de 

dessus schematique de la couche de carbone de type 
diamant conforme a 1' invention en cours de formation 
sur mv substrat 2 en SiC. 

On voit les dimeres CsC de type sp qui ont 
la reference 4 et, en dessoijs de ceux-ci, les atomes de 
silicium qui ont la reference 6. 

Lors du recuit ou des recuits successif s il 
se produit une rupture des liaisons triples et un 
rearrangement des atomes de carbone pour former des 
liaisons simples sous la forme de dimeres C-C de type 
sp 3 , qui| ont la reference 8, ces liaisons simples £tant 
perpendiculaires aux liaisons triples precedentes, la 
reference 10 correspondant a la liaison pendante de 
chaque dimere C-C. 

On obtient ainsi des chaines d'atome de 
carbone telles que la chaine 12 et, avec une duree 
suf fisante du recuit ou avec une sequence de recuits de 
duree totale suf fisante, le notnbre de chaines d' atomes 
de carbone augmente pour arriver • £l un etat ou ces 
atomes de carbone couvrent toute la surface du substrat 
2 pour former une couche monoatomique et 
monocristalline de carbone de type diamant. 

On dispose ainsi d' un procede relativement 
simple (recuit thermique ou sequence de recuits 
thermiques) sur un materiau commercialement disponible 
a savoir le carbure de silicium cubique. 
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Celui-ci existe dans le commerce sous la 
forme de couches minces sur des plaquettes de silicium 
de 10 cm de diametre . 

L' invention permet done la croissance de 
cristaux - de -diamant ayant -des— dimensions comparables -a 
celles des autres semiconducteurs. 

Dans 1'exemple considere, on a utilise une 
face (100) d'un substrat de SiC mais au lieu de cela on 
pourrait utiliser une face (111) • 

De plus, dans cet exemple, on a utilise un 
substrat de carbure de silicium cubique mais 
1' invention peut aussi etre mise en oeuvre avec un 
substrat de carbure de silicium hexagonal avec une face 
(1000) terminee Si. 

. Cette face a la meme structure que le p-SiC 

(111) cubique . 

A ce sujet on consul tera le document [1] . 

II convient de noter que des plaquettes de 
monocristaux de carbure de silicium hexagonal (phases 
4H et 6H) de 0,5 mm d'epaisseur sont commercialement 
disponibles, avec des diametres allant jusqu'a trois 
pouces (environ 7,5 cm). 

Lorsqu'on a fabrique une couche 
monoatomique et monocristalline de carbone de type 
diamant conformement a 1' invention, on est capable de 
faire croitre, sur cette couche, une couche 
monocristalline de diamant par une methode connue. A ce 
sujet on consultera par exemple le document [15] . 
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Les domaines d' application de la presente 
invention sont extremement etendus : micro- 
electronicjue, optoelectronique, micromecanique et 
biomateriaux (protheses) - 

En electronique, le diamant est 

potentiellement le meilleur semiconducteur possible 
avec cjes caracteristiques exceptionnelles. II est 
susceptible de'conduire a la fabrication de dispositifs 
ayant des performances jamais atteintes. 

En optoelectronique , le diamant est un 
materiau dont la surface peut fonctionner en regime 
d' electro -af finite negative, ce qui presente un grand 
interet pour des photocathodes ultra- sensibles (en 
particulier pour la vision nocturne et pour les cameras 
video). Dei plus, ces proprietes d' electro-af finite 
negative sont susceptibles de conduire a la realisation 
de cathodes a micropointes (« microtips pour 
1 ' emission par effet de champ, cathodes avec lesquelles 
on peut realiser des ecrans video plats. 

Le diamant est aussi un excellent materiau 
utilisable dans la realisation de detecteurs de rayons 
X. 

De plus, en micromecanique, le diamant peut 
fournir des revetements tres durs . 

Et, dans le domaine des biomateriaux, le 
diamant est sinon le meilleur du moins l'un des 
meilleurs materiaux biocompatibles et peut servir de 
base a la fabrication de protheses ou d' implants. 

Le developpement de techniques 

microelectroniques avec le diamant necessite de 
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disposer de substrats en diamant de grande taille, ce 
que permet la present e invention, 
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REVENDI CATIONS 

1. Couche monoatomique et monocristalline 
de carbone de type diamant, cette couche etant 
caracterisee en ce qu'elle est formee sur la surface 
d'un — subs t rat — monocri stall-in — en SiC — et s'^tend 
sensiblement sur la totalite de ce substrat (2) . 

2 . Couche monoatomique et monocristalline 
selon la revendication 1, le substrat monocristallin en 
SiC etant une couche mince (2) de SiC monocristallin en 
phase cubique p-SiC (100) formee sur une plaquette de 
Si, la couche monoatomique et monocristalline 
recouvrant ainsi sensiblement la totalite de cette 
plaquette . 

3 . Couche monoatomique et monocristalline 
selon la revendication 1, le substrat monocristallin en 
SiC etant une plaquette de SiC monocristallin en phase 
hexagonale, la couche monoatomique et monocristalline 
recouvrant ainsi sensiblement la totalite de cette 
plaquette. 

4. Couche monoatomique et monocristalline 
selon l'une quelconque des revendications 1 a 3, 
surmontee d'une couche monocristalline de diamant 
formee par croissance a partir de la couche 
monoatomique et monocristalline, cette derniere servant 
de matrice . 

5. Procede de fabrication d'une couche 
monoatomique et monocristalline de carbone de type 
diamant, ce proceed etant caracterise en ce qu' on forme 
un substrat monocristallin en SiC terming par un plan 
atomique de carbone selon une reconstruction c(2x2), ce 
plan etant un plan de dimeres carbone -carbone (4) de 
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configuration sp, et en ce, gu'on effectue au moins un 
recuit de ce substrat , ce recuit etant apte a 
transformer le plan de dimeres carbone-carbone (4) de 
conf igur at ±on~sp " en~un plan "de - dimeres" carbone- carbone 
5 (8) de configuration sp 3 formant ainsi une couche 
monoatomigue et monocristalline de carbone de type 
diamant „ 

6. Procede selon la revendication 5, dans 
lequel le substrat monocri stall in en SiC est prepare a 

10 partir d'une couche mince de SiC monocristallin en 
phase cubique P-SiC ayant une face (100) terminee par 
une couche de S i . 

7. Procede selon la revendication 5, dans 
lequel ' le substrat monocristallin en SiC est prepare a 

15 partir d'une plaquette de SiC monocristallin en phase 
hexagonale ayant une face (10 00) terminee par une 
couche de Si. 

8 . Procede selon 1 ' une quelconque des 
revendi cat ions 6 et 7, dans lequel, pour obtenir le 

2 0 plan atomique de carbone selon la reconstruction 

c(2x2), on effectue un recuit apte a eliminer la couche 
de Si . 

9 . Procede selon 1 ' -one quelconque des 
revendications 6 et 7, dans lequel, pour obtenir le 

25 plan atomique de carbone selon la reconstruction 
c (2x2) , on effectue un depot de molecules 
hydrocarbonees sur la couche de Si puis un craquage de 
ces molecules. 

10 . Procede selon la revendication 9 , dans 

3 0 lequel les molecules hydrocarbon'ees sont choisies dans 
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le groupe comprenant les molecules de C 2 H 4 et les 
molecules de C 2 H 2 . 

11. Procede selon l'une quelconque des 
revendications 5 a 10, dans lequel, pqur_ transformer le-- 
plan de dimeres carbone-carbone de configuration sp en 
un plan de dimeres carbone-carbone de configuration 
sp 3 , an effectue un recuit ou une pluralite de recuits 
successifs, £ une temperature environ egale a 1250°C / 
du substrat monocristallin en Sic termine par le plan 
atomique de carbone selon la reconstruction 0(2x2), la 
duree totale de recuit etant superieure ou environ 
egale a 25 minutes. 
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